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Abs t r act :Abs t r act :  
원자층 증착법은 열 산화법보다 성장 온도를 낮출 수 있고 다른 결정방향의 4H-SiC에서도 균일한 박막 성장이 가능하므로 4H-SiC MOSFET 제작공정으로 유망하다. 본 연구

의 목적은 hollow cathode plasma 원자층 증착법을 이용하여 n-type 4H-SiC 기판 위 SiO2 게이트 절연막을 성장하였으며, SiO2/4H-SiC MOS 커패시터를 제작하여 전기적

특성을 연구하였다. TEM 이미지에서 추출된 SiO2 두께와 축적 커패시턴스를 이용하여 추출한 CET는 각각 19.5 nm와 20.8 nm로 유사함을 확인하였다. 마지막으로 제작된

SiO2/4H-SiC MOS 커패시터의 C-V를 측정하였고 유효 절연막 전하 밀도(Qeff)를 추출하였다. 두 가지 방법을 이용하여 Qeff 추출하였다. 첫 번째 방법은 1/C2-Vg 특성을 이용

하여 x축 절편과 축적 커패시턴스를 이용하여 Qeff를 추출하는 것이다. 1/C2-Vg 특성의 x축 절편과 축적 커패시턴스는 각각 4.237 V와 1.662 × 10-7 F/cm2이었으며 최종적으

로 추출한 Qeff는 -3.749 × 1012 /cm2이었다. 두 번째 방법은 1/C2-Vg 특성의 기울기를 이용하여 N- 4H-SiC의 도핑농도의 측정값을 추출하였고, 그 이후 Debye length, 반도

체 평탄대 커패시턴스(CFBS), 평탄대 커패시턴스(CFB)를 차례로 추출하여 측정 평탄대 전압(VFB)를 구하고 이를 이용하여 Qeff를 구하는 것이다. N- 4H-SiC의 도핑농도는 2 ×

1015 cm-3 스펙 값에 비하여 2.147 × 1015 cm-3로 유사한 값이 측정되었다. 두 번째 방법을 이용한 측정 VFB와 Qeff는 각각 4.510 V와 -4.032 × 1012 /cm2이었다. 두 방법을

이용한 Qeff의 차이는 -2.835 × 1011 /cm2로 적었으며, Qeff 도출 과정에서 두 방법을 모두 이용하면 상호 보완적이다. 제작된 SiO2/4H-SiC MOS 커패시터의 Qeff은 기존 문

헌의 값보다는 큰 문제를 가지고, 이를 보완하기 위한 인터페이스 최적화 연구가 수행 중이고 SiO2/4H-SiC MOS의 누설전류의 분석 결과를 논할 것이다.
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